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V8�，W�XY�。

PStatic � PQuiescent � PLeakage (eq. 1)

PQuiescent � VDD � IQDD (eq. 2)

PLeakage � �VR � VBOOT
� � ILK (eq. 3)

� �VR � VDD � VDBBOOT
� � ILK

Z�，IQDD �
[�����<8 VDD �� 6�

9，VBOOT�
 CBOOT�����，VDBOOT�
)���

*��\]�9，VR�
���Q�:��，ILK�
)

�V; (# 2�� VB�V;)���U�9。 6��2�
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A�，
�M��2���	
a�b�=�Q8

��。��，IQDD�*c���(X����9�，Y

��2>de��!?@ PQuiescent。3 ILK�fR�A

�Cgb VBOOT��/Bh� (W 1200 V)�8，!?@
PLeakage。Wi�	
jklm�n=o! ILK，p�

�Cg2 2�，q�Z"2�!r<hsf。
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�2�Q。# 3�$�
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w	62�CD��	
��#。E >	62��

x���	�/�0 (LS)���2�，_ PLS。

PLS � �VR � VDD � VDBOOT
� � Qinternal � fSW (eq. 4)
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Qinternal���/�0���$"��� LDMOS��y
���$。zF{<h�o! Qinternal�G�，��j

klm�|�R。}kHI，�2>de�，600 V
���	
� Qinternal�%J
 0.6~1.5 nC，100�- 200 V
�	
� Qinternal�%J
 0.4~1 nC。 �$"~��
��	
�����=!F0�� Qinternal�%，��

�����8!?@ PLS，&�������	


�，K%LvL�，Win=o! Qinternal��%，p

��CgK2�。

E�M	62�，� VDD�� VBOOT��Q!���

1����9=�。3�1��	����
�8，

	62� (POP)���N'XO1。

POP � VDD � IDD � �VDD � VDBOOT
� � IBS (eq. 5)

IDD�� VDD������9，IBS�����	
V;

VB������9。2>��2�v)	6����
�����9��。���9 IDD�� IBS�，!��P

�������jklm�j，H?@����^�

-。

Wijklmn=o! IDD�� IBS�Q�����O

��R，�ST"�����UO-������

IDD � IBS。

Wi�["#8，IDD (b IBS) ���� 20 kHz
(FSW_DS)，V(� 100 kHz (FSW)�8� IDD (b IBS)�

J� 20 kHz�8� 5�)，�
q������\r。


���S�U，�*� 5�+�，, IDD�b IBS
��� 6�9。

.W，jklm� 20 kHz�8����9 (IPDD)�

0.5 mA， 6�9 (IQDD)�
 0.05 mA，100 kHz�8�
IDD ���'X�U。

IDD � �IPDD � IQDD
� � �FSW�FSW_DS

� � IIQDD
�

(eq. 6)� 0.45 mA � 5 � 0.05 mA �

� 2.25 mA �� 0.05 mA � 2.3 mA

FSW�
����，FSW_DS�
jklm��x-�

�。

Wijklm�x-
 IDD (b IBS)��"#��，.
W 1 nF��B，p��<,�X�W 1 nF��B��9
��。

	
�P��，2�'X�� �
X�/�，�

Pde����
����0�j������=Y

��。��P!"�，�����P��b$"1Y

��，v�-����9%。

IDD � �IPDD � �CLOAD � VDD � FSW_DS
� � IQDD

� �
(eq. 7)

�� FSW

FSW_DS

�� IQDD

CLOAD �jklm�G-�"#�B
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Charging loss (���
) =
Discharging loss (���
) =
0.5 x Qg x (VB − VS)

Ic: Charging current (����)
Id: Discharging current (����)
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�9���"#MOSFET�Y����
��2�。�
��	2�v)"#�B���� � (F�
MOSFET，"#�B� MOSFET�����B)，"�
XZ�。

Pcharging � Pdischarging � 0.5 � VDD � Qg � fsw (eq. 8)

Z�，Qg����MOSFET����y�$，fsw�Z�

����。�[��¡¢�，Qg�\� FET�b IGBT
��Q�$ (Qgs)。��，�、���	
�y���
	2�� Pcharging�� 4�)。

Pgate_driving � 2 � VDD � Qg � fsw (eq. 9)

���
���2�����	2�，���U�

	
2���5£G¤����@���	2�

(Pgate_drving) � VDD ��	62�!;。
2�2���\���¥�����	
���¦

90% ��。
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(�©�ª9) �«¬��_/。©�-W�：

TJ � PTOTAL � Rjx � Tx (eq. 10)

Z�

TJ =�	
`­�
�

Rjx =���®�y����!��©] (�)�b«¬�
j (�)

Tx =jklm©«¬Z�-5� x ¯��。

©�°W# 5��Z 1�Y�。±a�©«¬�I8²

5、�³��、�b��\´��j�µj。2¨	


j%M¶��b�(��，�2���b��<h

��c·。}kjklm��©�°vd�/U
�

�Bh¸e�。

��，¹f �©�°�-5s=K
。

1. �ja��
Fgª©]。��`­
�gª+/
�©9。�
h"�n=:8���©
�±

a

2. �jc��
R�º©]，��`­
�±aZN
+/�©9。�
h"�$"»����©


�±a。

3. �jt��
¯R±ai�©«¬�j，o!
`
­���±ai���+/�!�¬。�"�

�!"�/�`­��

4. �jb��
¯R��¼©«¬�j，o!
`­
�����¼��+/�!�¬。�"�/U

!"��`­��。

� 5. �
���
����

� 1. ��
�������

�� ��

�ja Tj (��)�� Ta (����)������

�jt Tj (��)�� TC1 (������������)����
�����

�jc Tj (��)�� TC2 (������������)����
��

�ca Tc (� ��)�� Ta (����)������

Tj ��

Ta ����

TC1 ������������

TC2 ������������

Pd !"#�$�

 jvk，�½0jklm�o!�©�°H��

¾¿Y=!"ÀÁ。����.�，u#<$"��ja
�U Tj。
��\�$"jklm�©jk��´ld，m�

nlo�!"kÂ?Ã：

www.onsemi.cn/pub/Collateral/AND8220−D.PDF。

�� Tj �!�

Wi Tj�Ä�p�S�����，��?@��I>
de。

1.N;�����]�M���2�：�Wi��

	
�MOSFET�+/�Å������]，�
�@Æ=����	
±a��。$"���

��]����	
�����]�Å���

��]+/MÇ��2�。MÇr.�>��

]+/�r�w-。�����]L
，�	


�����2�¨Lf。

2.9�����。����F��2�����


，���
!"?q，¨��9�����。

3. $"�©
。È
 PCB�Nr，��	
J�N
;st。

4.É��9��Q�� VDD。�� @��	

�MOSFET�Êo!�uM。
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ËÌ��¼bN;�©lÍÎÎ�Rvz。
´j

de�，A#�1�Ï>Ð�$"�����]，.

WvzÑ�b� dV/dt�V8�Òw，xÓ���	Ô
���Õ EMI。2B�F��2�MÖ����。×
;�����]^，���	��2���UW�：

Psw � Qg � VDD � fsw �� RON

RON � Rgon
�

ROFF

ROFF � Rgoff

�
(eq. 11)

Z�，RON � ROFF ����Ø��Ø�]，Rgon �
Rgoff�������]。5£vk，Wi RON = ROFF =
Rg，�n=�����]!r，Psw�@�y����

� �。

� 6. "�#$
%$��

VS
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RON

ROFF

Rgon

Rgoff

���� ����

���

� NCV51511�
.，}k Vdd/Ù%�Ø (b�Ø)��
9�U，RON�
 2��，ROFF�
�1 �。Wi��1V;

��MOSFET��+/Å��1 �，p���	2�@9

y�83%。

�&�'��(�����

#�7�$�
��/�0!��%&��'#�8Ú

#。

�Û�Üz���Ý�����，�/�0


����½<E/�!��:8�9。#�7�(a)Y�
��/�0� >Þß$"���，{
|à�`�

/á0*。

� 7. (a) HVIC �)*"���。

(b) �&�'��,-/。

(a)

VB   COM (= VS + 14 V) 12 V
92 V

0 mA 6 mA

0 mA 6 mA

80 ns

(b)

80 ns

HIN (�	��)

LDMOS1�%��

LDMOS2&%��



�U�/�0
����2�，u#D��b

����NCV51511 â.}~!�：�� �= 25°C，
V D D = 1 2 V ，V D B O O T = 1 V ，V R = 8 0 V ，
���= 100 kHz，Ton = 80 ns，�T�/�0���
Id = 6 mA。
�E�ãE� Qp���/U1v。

SetQP � Id � TON � 6 mA � 80 ns � 0.48 nC (eq. 12)

ResetQP � Id � TON � 6 mA � 80 ns � 0.48 nC (eq. 13)

}k Qp，���U1�E�ãEE/���2�。

PD,set � �VDD � VDBOOT
� � QP � Freq � 11 V � 0.48 nC �

(eq. 14)� 100 kHz � 0.57 mW

PD,reset � �VR � VDD � VDBOOT
� � QP � Freq � 91 V �

(eq. 15)� 0.48 nC � 100 kHz � 4.37 mW

�/�0�y��� Pd,set �� Pd,reset �+�。�2

�，Pd,set�Â$f� Pd,reset，u#��Cg Pd,set，�

?@ Pd,reset。
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089:; NCV51511
�>��，@�� NCV51511����2��U�©
/U。�������Uy��2�：

• äå��：25°C

• VDD = 12 V，VR = 80 V

• ���� = 100 kHz

• ���] Rg = 0 �

• �� MOSFET � QG 
 80 nC

• Qinternal = 0.48 nC

• VDBOOT = 1 V

• ILK = 10 �A

K����tW# 8 Y�。
1. 62�<,�/�0� VB�V;4�U�9
v�U。

PLeakage � (80 V � 12 V � 1 V) � 10 �A � 0.1 mW

��U�90f�F�K�	
vk VBOOT�0

�，�����M�2> 62���Cg�

�。

2.	62���<,�/�0���T���

CMOS ��!�����9v/U。

PLS � (80 V � 12 V � 1 V) � 0.48 nC � 100 kHz �

� 4.368 mW

�æ�loç�
�/�0�	62�。
d

��U2 ��2�，	
jklm�<hn

=����°，W"��/�0���

MOSFET�����$ (Qinternal)。2>��2�
HBÆ=��Cg，&��sf。

POP � 12 V � 0.5 mA � 11 V � 0.5 mA � 11.5 mW

?@R���"#�B，���9K1Wjk

lm«¬�RY�，W# 8 Y�

� 8. IDD =>�?@���,�

� 9. BC������	

VS

HO

VB

LO

GND

Qg =80 nC

VDD

12 V
80 V

100 kHz with D = 0.5

Qg = 60 nC

100 kHz with D = 0.5

�	����

		����

�	

��

		

��

3.���	2���<,���X�U：

Pgate_driving � 2 � 12 V � 80 nC � 100 kHz

� 192 mW

4.y��2�� 1、2 � 3 �y�。

Ptotal � PLeakage � PLS � POP � Pgate driving �

� 0.9 mW � 4.4 mW � 11.5 mW � 192 mW �

� 208.8 mW

�������，NCV51511 ��y��2�

209 mW，
�M��2�v)���	2�，¦��
2�� 92%，5.5%����2�v) VDD�� VB�V;
�	62�。��，97.5%����2�����'X
è1。

P(97% of total) � 2 � VDD � Qg � fsw � VDD � �IDDO � IBSO
�

(eq. 16)

�UJ 97%���2��Y=�j���,jklm
�!"���G�|R。��，}kHI，����

�y��，������	2�Cg�/�����

	
� 62���/�02�。

 §/U1����，¨��é"jklm�ç�

�©]v��
�。Z 2�$�
T"ê��ëì (EP)
� SOIC-8�±a� NCV51511��©«¬。EP�3A��
íî©¬�，��©]��f��� SOIC-8。
NCV51511��
ygª©] (�JA)
 39°C/W，� j
SOIC-8 ±a�©]� 150~200°C/W +/。
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� 2. NCV51511 ��DE

�F �� G HI

�JA �'��� * 39 °C/W

�JL �()������� 15 °C/W

�JT �(� (��)������� 6 °C/W

*+�, 76.2 x 114.3 x 1.6 mm�� FR4�-./，-./012 1� 
3!�45�6。"8 JEDEC 51-7��:�;# PCB��$<。
;#=>?�%@�A&'�。

�O1äå��、±aVR��b�ºi����

de�，2�©�°o!
$"��'X/U
��

Ï>��。�U
i��P
�+/��`�ïfð

ñ。}kjklm (JEDEC)��°���������
P!"H�Æ=!�，.W PCB�òó、�Rtô��
Nr，õy PCB�yöj，&G�o!A÷�p�/�
%，øù��Aú
6"#Yû=�©H�。

• ���� = 209 mW。

• WiO1 �JA � Ta

TJ � 0.21 � 39 � Ta � 8.19 � Ta (°C)

• Wi �JL ü�，H�����VR�� (TLead)

TJ � 0.21 � 15 � TLead °C � 3.15 � TLead (°C)

• Wi �JT ü�，H�����ºi�� (TTop)

TJ � 0.21 � 6 � TTop °C � 1.26 � TTop (°C)

Wi Tj�LvL�pjklm�ç���
ý���
����，pF
�� (Tj)��/�
Tþ:8�	o
!
="�x½。

J FAN73912 #�9:

�^ �.�� FAN73912，Z����W�
• VDD = 20 V and VB = 800 V

• ���� = 20 kHz

• ���] Rg = 0 �

• �� MOSFET � QG 
 10 nC

• Qinternal = 2 nC

• VDBOOT = 1 V

• ILK = 50 �A

1. 62�

PLeakage � (800 V � 20 V � 1 V) � 50 �A �

� 40.95 mW

�U�9�jklm�G-
 ISD.
2.	62�

PLS � (800 V � 20 V � 1 V) � 2 nC � 20 kHz �

� 32.8 mW

POP � 20 V � 0.1 mA � 19 V � 2 mA � 40 mW

3.���	2�

Pgate_driving � 2 � 20 V � 10 nC � 20 kHz � 8 mW

4.y��2�

Ptotal � PLeakage � PLS � POP � Pgate driving �

� 40.95 mW � 32.8 mW � 40 mW � 8 mW �

� 121.75 mW

4SOIC �y��
 121.75 mW，�JA 
 95°C/W。
�JA � Ta M¥


TJ � 0.122 � 95 � Ta � 11.6 � Ta (°C)
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